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新規な液相法による超薄膜を用いた電子デバイスの開発
研究代表者 工学部 蓮覚寺 聖一
従来のゾルーゲル法とは異なる新規な液相法を開発 し (アドバンス トゾル ・ゲル法)金
属酸化物超薄膜の創製を行つてきた。本法で得られた膜は自己組織化能を持つと考えられ,
配向性の良い薄膜が得られる。本研究では電子伝導性を有する酸化物半導体を両極としそ
の中間に電解質を有する酸化チタン薄膜の光触媒能を利用した太陽電池を組み立てた。
1。光触媒型太陽光発電の可能性試験
図 1にセルのモデル図を示す。
lcm
図1セル構造
電解質はア ドバンス トゾル ・ゲル法を用いて塩化マンガンあるいは塩化すずを出発物質と
してマンガンあるいはすずの酸化物前駆体溶液調整 し,グリセリンあるいはソルビ トー ル
と反応させてゲル型の電解質を作製 した。(図2)
図 3に単一セルの発生電圧測定結果を示す。組み合わせによつて光照射によつて 0。4～
0.8Vの光起電力を示 した。最も高い電圧を示 した 0.8Vの組み合わせを選び図 4のように
回路を組み発生電圧と電流を測定した結果を示す。
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図2 各種ゲル型電解質
Ti02‐Sn02(3:1)+Ti‐Mn oxide(10:1)膜+各 種ゲル型電解質
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図 3 測定電圧
電圧 0.8V
電流 0.3mA
今後の課題
電圧 1.6V
電流 3mA
擬似太陽光:照度1500劇x,UV:2.OmW/cm2
図 4測定回路図
Ti‐Mn Oxide膜:全てのゲル型電解質が光に応答しない。
Ti02日Sn02膜  :全てのゲル型電解質が光に応答する。
特にマンガンゲル型電解質は高い電圧が計測された。
Ti口Mn Oxide膜では、スズゲル型電解質は光に
応答しないが高い電圧が計測された。
一方、Ti02日Sn02膜では、スズゲル型電解質は
光に応答するが電圧は低い。
丁iO,=SnO,+↑i‐Mn‐oxidё膜で
は、スズゲル型電解質は光に応
答し、さらに高い電圧が計測され
た。|       ‐
・Ti02‐Sn02+Ti‐Mn Oxide膜の反応を理解し、スズゲル型
電解質を用い機能向上をめざす。
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